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【はじめに】 

n-GaN上に P-CVD法と ALD法により堆積させた SiO2との n-GaN界面の界面準位密度につ

いて、DLTS法を用いて評価し、ALD堆積 SiO2/n-GaN界面準位密度が低密度である事とフォ

ーミングガスアニールの効果について報告した[1]。今回は SiO2膜を除去して作製したショッ

トキーダイオードを用いて、n-GaNのバルクトラップについて評価を行ったので報告する。 

【実験方法】 

用いた試料は n+-GaN基板上MOCVD成長 n-GaN(2μm, 5×1016cm-3)である。SiO2膜は、P-CVD

法(100nm)と ALD法(45nm)の 2種類により堆積させ、800℃, N2, 5分間の PDA処理を行って

いる。その後、ウエットエッチングにより SiO2膜を除去した部分に Ni ショットキーダイオ

ードを作製し、DLTS法と MCTS法によりトラップの評価を行った。 

【実験結果】 

  Fig.1 に、DLTS（電子トラップ）信号を示す。MOCVD 成長 n-GaN で通常観測される E1、

E3 トラップが[2,3]、MOS プロセス後も存在している。P-CVD 膜除去試料では 350K 以降の

DLTS 信号の増加が観測され、エネルギー準位の深い電子トラップの導入を示唆している。

Fig.2 に、MCTS（正孔トラップ）信号を示す。ALD, P-CVD 膜除去試料とも H1、H2 トラッ

プが観測されており[2,3]、さらに 250K 付近をピークとするブロードな信号が観測される。

as-grown MOCVD n-GaNでは、観測されないことから[2,3]、プロセス誘起トラップと考えて

いる。さらに、ALD SiO2膜除去試料の方が、信号が大きい。 

【まとめ】 

 SiO2膜除去後にショットキーダイオードを作製し、n-GaNバルクトラップの評価を行った。

その結果、P-CVD膜除去試料では深い準位の電子トラップの導入が示唆された。正孔トラッ

プの評価から、ALD, P-CVD膜除去試料とも 250K 付近をピークに持つブロードな信号が観測

された。信号強度は ALD SiO2膜除去試料の方が大きく、その原因について検討している。 
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